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摘要(译)

描述了微发光二极管显示器和像素结构。在一个示例中，微发光二极管
像素结构在介电层中包括多个微发光二极管器件。透明导电氧化物层设
置在介电层上方。钝化层在透明导电氧化物层上方，该钝化层具有包括
亚波长特征的外表面。
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